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(54) Title: METHOD FOR REMOVING DEFECTS FROM SILICON BODIES BY A SELECTIVE ETCHING PROCESS 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR BESEITIGUNG VON DEFEKTEN VON SILIZIUMKORPERN DURCH SELEKTIVE ATZUNG 

(57) Abstract 

The invention relates to a method for eliminating eruptions on, impurities in and/or damage to the crystal lattice of silicon bodies, in 
particular of superficially metallized and cut-out sections of a silicon wafer. According to said method, the silicon bodies are brought into 
contact at least in certain areas, with a gas-type etching medium which selectively etches silicon by chemical reaction. During the etching 
process gaseous reaction products are formed. An inter-halogen or fluorine pure gas compound which is in gaseous form or which has 
been converted into the gas phase is particularly suitable for use as the etching medium. The inventive method can be used, in particular, 
for producing power diodes which are cut out of a wafer or for overetching finished, mounted individual diodes. 

(57) Zusammenfassung 

Es wird ein Vcrfahren zur Beseitigung von Ausbruchen, Verunreinigungen und/oder Schaden am Kristallgitter durch selektive Atzung 
von Siliziumkorpern, insbesondere von oberflachlich metallisierten und ausgesagten Teilen eines Siliziumwafers, vorgeschlagen. Dabei 
werden die Siliziumkorper zumindest bereichsweise mit einem gasformigen Atzmedium in Kontakt gebracht, das uber eine chemische 
Reaktion selektiv Silizium atzt. Bei der Atzung entstehen dabei gasformige Reaktionsprodukte. Als Atzmedium cignet stch besonders erne 
gasformige oder eine in die Gasphase iiberfuhrte Interhalogen- oder Fluoredelgasverbindung. Das vorgeschlagene Vcrfahren eignet sich 
besonders zur Herstellung von aus einem Wafer ausgesagten Leistungsdioden oder auch zum Uberatzen fertig montierter Einzeldioden. 
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Verfahren zur Beseitiqunq von Defekten von Sii i ziumkorpern durch 
selektive Atzung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Beseitigung von Ausbru- 
chen, Verunreinigungen und/oder Schaden am Kris tallgitter durch 
selektive Atzung von Siliziumkorpern, insbesondere von ober- 
flachlich metallisierten Teilen eines Siliziumwaf ers , nach der 
Gattung des Anspruches 1. 

Stand der Technik 

Bei der Herstellung von Sil i ziumleis tungsdioden ist bekannt, aus 
einem Siliziumwaf er , der beidseitig zur Erzeugung eines pn- 
Uberganges uber ganzflachige Dotierschritte mit einer n- bzw. p- 
Ootierung und nachfolgend beidseitig mit einer ganzf lachigen Me- 

tallisierung versehen ist, veremzelte Einzeldioden auszuschnei- 
den, mdem der gesamte Wafer zunachst in etwa 5x5 mnr grofte 
Quadrate oder Sechsecke zersagr wird, und die ausgesagten, der- 
art veremzelten Sili ziumf lachendioden anschl ieftend geeignet 
aufgebaut und elektnsch kontaktiert werden. Die Dotierung und 
Metallisierung des Siliziumwaf ers erfolgt dabei in an sich be- 
kannter Weise, wobei die Ober f lachenmetal iisierung beispiel swei - 
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Durch den Sagevorgang, der erf order 1 ich ist, um aus dem Silizi- 
umwafer Einzeldioden herzustellen, kommt es vielfach zu unregel- 
maftigen Ausbruchen an der Sagekante, zu Verunreinigungen und zu 
Schaden am Kristallgitter , so daft die pn-Ubergange in den ausge- 
5 sagten Einzeldioden teilweise oder bereichsweise beschadigt 

sind. Diese Schadigung hat dann erhohte Leckstrdme zur Folge, 
was die erzeugte Diode in diesem Stadium letztlich unbrauchbar 
macht . 



10 Aus diesem Grund muli bei bekannten Herstellungsver f ahren derar- 

tiger Sili ziumleis tungsdioden nach dem Sagen eine nal^chemische 
Uberatzung der Dioden erfolgen, wobei die beschadigten Silizium- 
bereiche abgetragen werden, so daft im Bereich der pn-Ubergange 
ein mdglichst intaktes Kristallgitter wiederhergestellt wird. 

15 

Im Anschluft an den erfolgten chemischen Atzabtrag der beschadig- 
ten Sili ziumbereiche wird dann eine Passivierung der freiiiegen- 
den Siliziumkante vorgenominen, um die pn-Ubergange vor Um- 
welteinf ltissen zu schutzen und eine erneute Verschlechterung der 
20 elektronischen Eigenschaf ten uber die Lebenszeit der Diode zu- 

verlassig zu verhindern. Letzere Aufgabe ist nach dem heutigen 
Stand der Technik als geldst zu betrachten. 



Fur den Atzabtrag der beschadigten Siliziumbereiche an der Sage- 
25 kante existieren jedoch derzeit keine bef riedigenden Losungen. 

Die naftchemische Atzung, wie sie momentan vielfach durchgefuhrt 
wird, bringt aufgrund ihrer ausgepragten Dotierungsselektivitat 
beispielsweise ungunstige Atzprofile mit erhohter elektrischer 
Durchbruchgef ahr und infolge von gelegentlichen Ruckstanden bei 
30 der Atzung auch Ausbeutenachteile mit sich. Zudem verringert 

sich durch das beim nalichemischen Atzen erzeugte Atzprofil auch 
die mechanische Stabilitat der Diode. 
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Weiterhm werden bei den derzeit bekannten Verfahren erst die 
fertig montierten Dioden der waftrigen Atzlosung ausgesetzt, was 
ein aufwendiges Handling fur die Einzeldioden involviert. 
Zusammenfassend lassen sich also die aus dem Stand der Technik 
5 bekannten Verfahren zum Uberatzen von aus einem Siliziumwafer 

ausgesagten Siliziumkorper durch folgende Verf ahrensschritte be- 
schreiben : 

NaBchemisches Atzen der ausgesagten Siliziumkorper bzw. Dioden, 
10 Montage der Dioden, Eintauchen der montierten Dioden in Atzkor- 

ben in Atzbecken, Neutralisation der Atzlosung und nachfolgende 
ausgiebige Spulung und Trocknung der Dioden. 

Als Hilfsstoffe werden bei den bekannten Verfahren eine Atzlo- 
15 sung, eine Neutralisat ionslosung sowie Wasserstof f peroxid beno- 

tigt, was neben hohen Umweltschadigungen aufgrund der verwende- 
ten Stoffe mit einem hohen Energieverbrauch und Verbrauch von 
deionisiertem Wasser verbunden ist. So findet das Naftatzen bei- 
spielsweise bei Temperaturen oberhalb von 90° C statt und es ist 
20 eine Spulkaskade zur anschliefienden Reinigung der geatzten mon- 

tierten Dioden erf orderlich . 

Vorteile der Erfindung 

25 Das erfindungsgemafie Verfahren mit den kennzei chnenden Merkmalen 

des Hauptanspruches hat gegenuber dem Stand der Technik den Vor- 
teil, daft damit Siliziumkorper, insbescndere ober f lachlich me- 
tallisierte ausgesagte Teile eines Siliziumwaf ers mit einem gas- 
fdrmigen Atzmedium, das uber eine chemische Reaktion selektiv 

30 nahezu aus schl ieiil ich Silizium atzt, wobei gasfbrmige Reaktions- 

produkte entstehen, geatzt werden konnen. Wahrend dieser selek- 
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Verfahren eignet sich weiter vorteilhaft zum Abtrag beschadigter 
Siliziumzonen von insbesondere ausgesagten Sili ziumkdrpern, wie 
sie beispielsweise bei der Herstellung von Sili zium-Leis tungs- 
dioden auftreten. Es ist zuverlassig, kos tenguns tig und uberwin- 
5 det die bekannten Nachteile flussiger Atzmedien. 



Daneben ist es besonders vorteilhaft, daft es sich bei dem erfin- 
dungsgemaften Verfahren um einen sogenannten „Batch-Prozeft xx bzw. 
einen Prozeft auf Waferlevel handelt. Somit ist sehr vorteilhaft 

10 kein Einzelchip-Handling er f orderlich, das heiftt, es kdnnen 

gleichzeitig alle ausgesagten Siliziumkdrper bzw. -chips eines 
Wafers gleichzeitig geatzt werden, was mit deutlich geringerem 
Platzbedarf und nur einem Prozeft- bzw. Handlingschritt verbunden 
ist. Nattirlich ist es mit dem er f indungsgemaften Verfahren bei 

15 entsprechenden Er f ordernissen aber auch weiterhin mdglich, wie 

bisher fertig montierte Einzeldioden zu iiberatzen. In diesem 
Fall wird lediglich das an sich bekannte Naftatzen durch ein At- 
zen mit einem gasfdrmigen Atzmedium ersetzt. 



20 Weiter ist vorteilhaft, daft bei dem erf indungsgemaften Verfahren 

zur selektiven Atzung keine Flussigkeit involviert ist, so daft 
eine saubere Gasphasenat zung der insbesondere ausgesagten Sili- 
ziumkdrper erzielt wird. Uberdies weist das erf indungsgemafte 
Verfahren auch eine geringe Selektivitat gegeniiber Dotier konzen- 

25 trationen auf, so daft vorteilhafte Atzkantenprof ile entstehen 

und insbesondere ein sogenannter „Borbalkon" an den ausgesagten 
und uberatzten Dioden vermieden wird, was gleichzeitig mit Adhe- 
rer mechanischer Stabilitat und einer Verringerung von Ausfall- 
raten verbunden ist. 

30 

Sehr vorteilhaft ist weiterhin die selektive Entfernung bescha- 
digter Siliziumzonen, von Ausbruchen oder Verunreinigungen, so- 
wie die planarisierende Wirkung des erf indungsgemaften Verfah- 
rens. So wird aufgrund der hohen Selektivitat des verwendeten 
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gasformigen Atzmediums und der damit an der Oberflache des Siii- 
ziumkorpers dur chge f uhrten chemischen Reaktion, sowie insbeson- 
dere der Selektivitat dieser Reaktion auf Beschadigungen in die- 
sen Zonen, ein msgesamt deutlich hbherer Atzabtrag ermoglicht, 
wobei beschadigte Stellen, insbesondere im Kantenbereich der 
ausgesagten Siliziumkorper , automatisch starker geatzt werden. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den 

in uen uriLcidiu^j-u^ AA^ii. - - 1 — 



So bietet das erf indungsgematte Verfahren den Vorteil, daft die 
Atzraten, beispielsweise uber die Zusammensetzung des gasformi- 
gen Atzmediums, gezielt einstellbar sind. Auf diese Weise ist es 
einerseits moglich, bei Bedarf geringe Atzabtragsraten einzu- 
15 stellen, was zu einer hoheren Reproduzierbarkeit und damit zu 

einer insgesamt geringeren Prozeftzeit fiihrt. Andererseits ist es 
jedoch auch moglich, sehr hone Atzraten, insbesondere beim Ein- 
satz von Chlortrif luorid bzw. Bromtrif luorid, einzustellen und 
somit die eigentliche Atzzeit wesentlich zu verkiirzen. 



Die sehr hohe Selektivitat des erf indungsgemaften Verfahrens ge- 
geniiber Nicht-Silizium ist durch eine oberf lachenkatalytische 
Initiierung der Atzreaktion bedingt, so daft sich uberdies vor- 
teilhaft sehr viele Materialien als Atzmaske eignen. 

Somit kann beispielsweise selbst erne oberf lachl iche Metaliisie- 
rung aes Siliziumwaf ers, die als spatere Diodenmetallisierung 
dient, als Atzmaske wahrend des Atzvorgangs mit dem gasformigen 
Atzmedium dienen, ohne dabei selbst nennenswert angegriffen zu 
werden. In diesem Zusammenhang ist es auch vorteilhaft, daft eine 
verwendete Sagefolie und eine aufgebrachte Adhasionsschicht zwi- 
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kann als zusatzlicher Schutz der Oberflachenmetallisierung des 
Siliziumwaf ers vorteilhaft zusatzlich in an sich bekannter Weise 
auch eine Lacks chicht , beispielswei se durch Auf schleudern , ganz- 
flachig aufgebracht werden. 

5 

Bei den fur das er f indungsgemafte Verfahren geeigneten Interhaio- 
gen- oder Fluor-Edelgasverbindungen ist uberdies bei geeigneten 
Prozefibedingungen sichergestell t , daft kein freies Chlor, Brom 
oder Jod auftritt, so da/5 iediglich ein sehr geringes Risiko ei- 
10 ner Korrosion nach der Durchfiihrung des At zverf ahrens besteht. 

Weitere Vorteile des erfindungsgemaiien Verfahrens liegen in dem 
geringen Energieverbrauch, da kein Aufheizen beispielsweise der 
Dioden oder Atzbader erforderlich ist, in einem geringen Chemi- 

15 kalienverbrauch und seiner Umweltvertraglichkei t . So konnen bei- 

spielsweise entstehende Abgase durch eine Nachbehandlung sehr 
leicht unschadlich entsorgt werden, so daft kein Sondermull ent- 
steht. Dazu eignet sich vorteilhaft ein Waschen der Abgase in 
Kalkwasser d.h. einer waftrigen Calciumhydroxidlosung in einem 

20 sogenannten „Gaswascher" (Ca(0H) 2 + 2HF -> CaF 2 i + 2 H 2 0) 

Als Atzmedium eignet sich besonders gas f drmiges oder in die Gas- 
phase liberfuhrtes Chlortrif luorid, Bromtrif luorid, Iodpentaflu- 
orid, Xenondif luorid oder eine Mischung dieser Verbindungen . In 
25 diesem Fall entsteht als Reaktionsprodukt beispielsweise Silizi- 

umtetraf luorid . 

Ausfuhrungsbeispiele 

30 Bei dem er f indungsgemaften Verfahren zur Beseitigung von Schaden, 

Ausbruchen, Verunreinigungen oder Schaden am Kri stallgi tter von 
Sili ziumkdrpern durch selektive Atzung von Siliziuin wird allge- 
mein die Eigenschaft gewisser Fluorverbindungen, sogenannter In- 
terhalogene oder Fluoredelgasverbindungen, ausgeniitzt, Siliziuin 
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spontan, das heifit durch Kontakr zwischen der Fiuorverbindung 
und Silizium zu atzen, wobei dieser Atzangriff aus der Gasphase 
erfolgt und gasfbrmige Reaktionsprodukte entstehen. Dazu wird 
beispielsweise eine sili ziumat zende Fiuorverbindung gasformig 
einer Reaktionskammer eines an sich bekannten Reaktors zuge- 
fuhrt, in der die zu atzenden Siliziumkorper zuvor eingebracht 
wurden. Durch Adsorption der Gasmolekiile des gas f ormigen Atzme- 
diums auf den zuganglichen Siliziumoberf lachen kommt es dabei zu 
einer spontanen, ober f lachenkatalytischen Aufspaltung des ver- 
wendeten Atzmediums unter Freisetzung von Fluorradikalen, welche 
mit dem Silizium zu einem fluchtigen Produkt, beispielsweise 
^•^ ^ o a \ ^^-.^^ ^ v-^r-> n 3C hoV^nntpqt-p Rp^ kt. i onsorodukt 

Ol r x V A — r ~> r i / r ^^(-iv^-^^^^ii- — — — 

einer derartigen Reaktion ist beispielsweise das stabile Siiizi- 
umtetraf luorid SiF 4 . Der an sich bekannte Mechanismus kann dabei 
15 w ie folgt beschrieben werden, wobei X fur CI, Br, I oder Xe 

steht und n die Anzahl der Fluoratome in der jeweiligen Verbin- 
dung ist: 



10 



20 



25 



i adsorb 



1. Adsorption: XF n ~^ XF» 

v-r^ adsorb v yrrp adsorb rp*, adsorb 

2. oberf lachenkatalyt ische Zersetzung: At n -> Af n _ } +r 



3. chemische Umsetzung: 



Si + xF****** ^>SiF x (x = 1, 2, 3, 4) 



4. Desorption der Reaktionsprodukte: SiF v —> SiF x t (x - . 

insbesondere : Si + 4F radxorh — > SiF A t 



Beispiele von geeigneten Verbindungen der Art XF n sind die In- 
terhalogenverbindungen Chlortrif luorid, Bromtri f luorid und 
30 Iodpentaf luorid sowie das Edelgas f luorid Xenondi f luorid . Die 
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sentlichen zur Waf er reinigung ocier Reinigung von Waferbehand- 
lungsvorricht ungen eingesetzt. 

Wahrend es sich beim Chlortrif luor id und beim Bromtrif luorid um 
5 Flussigkeiten mit einem Dampfdruck von 1 bar bei 150°C handelt, 

ist Iodpentaf luorid eine zahe Fliissigkeit und Xenondif luorid ein 
Feststoff mit einem Dampfdruck von ca . 20 mbar bzw. 2 mbar bei 
15°C. Somit kbnnen Chlortr i f luor id und Bromtrif luorid durch ih- 
ren hohen Dampfdruck direkt aus einer Gasflasche entnommen wer- 

10 den, wahrend Iodpentaf luorid und Xenondi f luorid zunachst erst 

durch eine geeignete Verdampf ervorr ichtung und bevorzugt unter 
Einsatz erhohter Temperatur in die Gasphase uberfuhrt werden 
mussen. Im Falle des fliissigen Iodpentaf luorids wird dazu bevor- 
zugt ein sogenannter „Bubbler" verwendet, in dem die Flussigkeit 

15 mit einem Inertgas, beispielswei se Helium., als Tragergas „gebub- 

belt" wird und das Gasgemisch anschlieftend in die Reaktionskam- 
mer geleitet wird. 

Bei den Interhalogenverbindungen Chlortrif luorid und Bromtriflu- 
20 orid erfolgt der Abbau in einem ersten Reaktionsschritt der Atz- 

reaktion unter Freisetzung von Fluorradikalen bis zum stabilen 
Chlorf luorid (C1F) bzw. zum instabilem Bromfluorid (BrF) , wobei 
jeweils zwei Fluorradikale generiert werden. 

25 Beim Iodpentaf luor id erfolgt der Ubergang zunachst bis zum rela- 

tiv stabilen Iodtrif luorid, wahrend beim Edelgas f luorid Xenon- 
difluorid elementares Xenon neben den beiden Fluorradikalen ge- 
bildet wird. 

30 Bei der Durchfuhrung des er f indungsgemafien Verfahrens wird als 

Ausf uhrungsbeispiel zunachst von einem Siliziumwaf er ausgegan- 
gen, aus dem Siliziumleistungsdioden hergestellt werden sollen, 
und der einseitig uber einen ganzf lachigen Dotierschri tt in an 
sich bekannter Weise mit einer n-Dotierung und einseitig uber 
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10 



15 



einen ganzf lachigen Dotierschritt in an sich bekannter Weise mit 
einer p-Dotierung versehen wurde . Dadurch bildet sich im Inneren 
des Siliziumwafers ganzflachig eir. pn-Ubergang aus . Danach wurde 
der derart vorbehandel te Wafer beidseitig mit einer an sich be- 
kannten ganz f lachigen Metallisierung aus CrNiVAg versehen. 

Dieser Siliziumwaf er wird nun auf einer an sich bekannten, kom- 
merziell erhaltlichen flexiblen Sagefolie, beispielsweise aus 
Polyvinylchlorid (PVC) oder Polycarbonat, mittels einer darauf 
befindlichen Adhasionsschicht befestigt, und iiber einen Sagevor- 
gang in an sich bekannter Weise in etwa 5x5 mm 2 grofte Silizi- 
umkorper in Form von Quddrdlen oder Sechsecken zersagt, die nach 
Abschluft des Herstellungsver f ahrens als Siliziumleistungsdioden 
eingesetzt werden . 



Nach dem Zersagen des Wafers verbleiben die erzeugten ausgesag- 
ten Siliziumkorper dann er f indungsgemaft bevorzugt zunachst im 
Verbund auf der Sagefolie, so daft in diesem Verf ahrens stadium 
keine Einzelchips entstehen, sondern stets ein ganzer Verbund 
20 ausgesagter Siliziumkorper hantiert wird. 

Zur mechanischen Stabilisierung wird die Sagefolie beim Sagen 
und im Laufe der weiteren Ver f ahrensschritte im ubrigen bevor- 
zugt mit ihrem Rand in einen festen Rahmen eingespannt, so daft 

25 sie besonders leicht gegriffen und automatisch gehandhabt werden 

kann. Nach dem Zersagen des Wafers wird die Sagefolie bevorzugt 
dann zunachst expandiert, urn den Abstand aer Siliziumkorper zu 
vergroftern, und so dem im weiteren eingesetzten gasformigen Atz- 
medium, beispielsweise Chlortr i f luorid, einen verbesserten Zu- 

30 tritt zu den Seitenwanden der einzelnen ausgesagten Siliziumkor- 

per zu ermoglichen. Dazu wird bevorzugt ein sogenannter Expansi- 
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In jedem Fall 1st es wichtig, daft nach dem Sagen des Siliziumwa- 
fers und dem Expandieren der Sagefolie vor dem Atzen eine sorg- 
faltige Trocknung der herausgesagten Siliziumkdrper durchgefuhrt 
wird. Damit wird gewahrleis tetet , daft keine Feuchtigkeit in die 
5 Reaktionskammer des im weiteren zur Durchf uhrung der eigentli- 

chen selektiven Atzung der Siliziumkdrper verwendeten Reaktors 
eingetragen wird. 



Es empfiehlt sich dazu, die Beladung der Reaktionskammer des Re- 
10 aktors mit den auf der Sagefolie plazierten ausgesagten Silizi- 

umkdrpern im Waferverbund liber eine Beladevorrichtung, bei- 
spielsweise eine Schleuse, vorzunehmen, die die Moglichkeit zur 
Evakuierung und Beheizung, beispielsweise eine Strahlungshei zung 
mit entsprechenden Lampen, beinhaltet. 

15 

Durch das Abpumpen der Beladevorrichtung auf Vakuum und die 
gleichzeitige Erwarmung des auf der Sagefolie bef indlichen, in 
Siliziumkdrper zersagten Wafers in der Beladevorrichtung, bei- 
spielsweise liber eine Strahlungshei zung , werden Feuchtigkeitsre- 

20 ste besonders effizient entfernt, bevor der in Siliziumkdrper 

zersagte Wafer dann in die eigentliche Reaktionskammer des Reak- 
tors gelangt, in der nach Einleitung des gasformigen At zmediums 
die erlauterte Atzreaktion stattfindet. Die Anwesenheit von 
Feuchtigkeit wiirde Korrosionsef f ekte in diesem Stadium massiv 

25 fdrdern und ist daher unerwlinscht. 



Da die eingesetzten Atzgase zur Freisetzung von Fluorradikalen 
einer ober f lachenkatytischen Zersetzung bediirfen, die nur im 
Rahmen der eigentlichen Atzreaktion mit dem Silizium ablauft, 
30 besteht eine aufterordentlich hohe Selektivitat der Atzreaktion 

gegenliber Nicht-Siliziummaterialien . Es ist daher in sehr einfa- 
cher Weise mbglich, die Atzbedingungen, beispielsweise durch die 
Wahl und die Konzentration des gasformigen At zmediums, so einzu- 
stellen, daft weder Metalle noch Kunststoffe, sondern lediglich 
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Siliziumoberfachen von der verwende:er. Atzchemie in nennenswer- 
tem Umfang angegriffen werden. 

Insofern genugen Metallschichten, insbesondere aufgebrachte 
5 Oberflachenmetallisierungen, und auch die verwendete Sagefolie 

bereits voll den Anspriichen an eine Maskierung der Atzreaktion, 
urn nur eine durch den Sagevorgang beschadigte Sagekante, nicht 
aber die gesamte Sili ziumoberlf ache abzutragen. Falls ein zu- 
satzlicher Schutz der Oberf lachenmetallisierungen oder Metall- 
ic) schichten vor selbst geringen Atzangriffen erforderlich ist, 
kann dies in einfacher Weise durch das zusatzliche, bevorzugt 
~* •£ ~\ ^ ■! t~* t~\ Aufhri nnon i nqhpqnnHprp An f .s r.h 1 ende rn . e i ner an 

^Ull^ J Lt-A---1A-1-^^— i-A^-^^J- _k- i * > — — 

sich bekannten Lackschicht auf die Oberflache des Siliziumwaters 
erf olgen . 

15 

Nach dem Einbringen des auf der Sagefolie befestigten, getrock- 
neten und gesagten Sili ziumwaf er s in die Reakt ionskammer des Re- 
aktors wird in diese dann das gasfbrmige Atzmedium eingelassen. 
Bei der Verwendung der Interhalogenverbindungen Chlortri f luorid 

20 bzw. Bromtrif luorid erfolgt dieser Einlaft uber an sich bekannte 

Fluftregler oder Drosselventile , wobei der Prozeftdruck vom Nie- 
derdruckbereich bzw. Vakuum bis in den Atmosparendruckbereich 
reichen kann. Mit den beiden genannten Gasen ist beispielsweise 
ein Prozefi im Druckbereich von 0,1 bis 1000 mbar unter kontrol- 

25 lierten FluBbedingungen moglich. 

Soli bei hoheren Drucken prozessiert werden, ist es vorteiihaft, 
das Reaktivgas mit einem Inertgas, beispielsweise Helium, zu 
verdunnen. Durch eine Verdiinnung mit Helium um einen Faktor 10 
30 bis 100 lafit sich uberdies die Atzreaktion und die Atzgeschwin- 

digkeit sehr einfach kontroi iieren und es wird die Aggres s i vi ta t 
rie? v^rwendeten aasf orir.iaen At zmediurr.s reduziert, was auch einen 
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Durch einen Einsatz eines verdunnenden Inertgases 1st es weiter 
mbglich auch bei Atmospharendruck zu arbeiten, indem der Par- 
tialdruck beispielsweise von Chlortrif luorid oder Bromtrif luorid 
5 durch entsprechende Verdunnung mit Helium auf einen Bereich von 

einigen 10 mbar beschrankt wird, was einerseits fiir eine mbg- 
lichst hohe A .zrate noch ausreichend ist, andererseits aber auch 
zu einem uber den Zustrom der Atzspezies gut zu kontrollierenden 
Atzprozeft fuhrt. 

10 

Im Fall einer Verwendung des Edelgasf luorids Xenondif luorid mufi 
dieses zunachst aus einer Feststof f quelle thermisch sublimiert 
werden. In diesem Fall ist der Prozeftdruck beim Atzen der ausge- 
sagten Siliziumkorper somit auf den Dampfdruck des Xenondiflu- 
15 orids bei der gewahlten Arbeitstemperatur, beispielsweise 2 mbar 

bei 2 0°C / bescbirankt . 

Wird Iodpentaf luorid als Atzmedium verwendet, ist dies zunachst 
in einem Verdampfer in die Gasphase zu uberfuhren, was den Ar- 

20 beitsdruck auf etwa 20 mbar beschrankt. Alternativ kann man je- 

doch auch einen sogenannten „Bubbler' v benutzen, urn das fliissige 
Iodpentaf luorid mit einem Inertgas, beispielsweise Helium f zu 
"bubbeln" und das derart verdunnte Gasgemisch der Reaktionskam- 
mer zuzufuhren. Beide Vorgehensweisen sind dem Fachmann an sich 

25 bekannt. 

Nach der Einleitung des gasfbrmigen Atzmediums in die Reaktions- 
kammer erfolgt dann die eigentliche Atzung der ausgesagten Sili- 
ziumkorper, wobei bevorzugt an der Sagekante speziell die be- 
30 schadigten Bereiche der Kri stall struktur , das heiiit sogenannte 

^damage zones", abgetragen werden und eine Planarisierung der 
gesagten Oberflachen erfolgt. 
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Die dabei ents:ehenden gasformigen Reakt ionsprodukte aus cier Re- 
aktion des verwendeten gasformigen Atzmediums mit cien Siliziumo- 
berflachen werden entweder im Fall der Verwendung einer Durch- 
fluftanlage kont inuier 1 i ch abgepumpt oder reichern sich in einer 
5 einmalig befullten und dann geschlossenen Reaktionskammer zu- 

nachst an, bis nach Abschluft der Atzung der Sili ziumkorper 
schlieftlich alles Gas aus der Reaktionskammer abgepumpt wird. 

In jedem Fall ist sicherzustellen , daft durch genugend langes Ab- 
10 pumpen und einen genugend niedrigen Enddruck von bevorzugt weni- 

ger als 0,1 fibar beim Abpumpen sichergestellt wird, daft sich 
Ke me at: zga s reste menr m uei r\caM,iunor.auiii^^. ^ , 
die auf der Sagefoiie bef indlichen, aus dem Siliziumwaf er ausge- 
sagten Siliziumkorper wieder liber die Schleuse Oder die Belade- 
15 vorrichtung aus der Reaktionskammer des Reaktors ausgeschleust 

werden . 

Beim Ausschleusen ist es weiter zweckmaftig, daft auch in der 
Schleuse zwischen der Reaktionskammer und der umgebenden Atmo- 
20 sphare ein Vakuum vorliegt. Dieses Vakuum hat bevorzugt einen 

Druck von weniger als 0,1 ^lbar, was durch Einsatz einer Turbomo- 
lekularpumpe problemlos zu erreichen ist. 

Dabei wird der auf der Sagefoiie befestigte, in Siliziumkorper 

25 zersagte Wafer bevorzugt nach dem Atzen in der Schleuse wieder, 

beispielsweise uber erne St rahlungshei zung , erwarmt . Damit wer- 
den vor dessen Herausnahme aus der Schleuse moglichst weitgehend 
Reste von Atzspezies d.h. heiftt Reste des gasformigen Atzmediums 
oder Reste von gasformigen Reakt ionsprodukten von den ausgesag- 

30 ten uberatzten Siliziumkdrpern bzw. deren von der Atzung betrof- 

fenen Oberflachen entfernt. 
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Derartige Reste, die an der Oberf lache des Si 1 i ziumkdrper s ver- 
bleiben, wurden an Luft durch die Einwirkung von Luf t f euchtig- 
keit zu Korrosionsef f ekten fuhren. 



5 Nach dem Ausschleusen der prozessierten Si li ziumkorper aus dem 

Reaktor werden diese schlieftlich einzeln von der Sagefolie auf- 
genommen und in an sich bekannter Weise ais Dioden auf gebaut . 
Dabei werden im weiteren in an sich bekannter Weise die Silizi- 
umkanten passiviert, um die Stabilitat der pn-Ubergange und eine 
10 hohe Performance der Sili zium-Leistungs dioden uber deren Lebens- 

dauer zu garantieren. 
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Verfahren zur Beseitigung von Defekten von Sili ziumkorpern durch 
selektive Atzung 

Patentansp ruche 

1. Verfahren zur Beseitigung von Ausbriichen, Verunreinigun- 
gen und/oder Schaden am Kristallgitter durch selektive Atzung 
mindestens eines Siliziumkbrpers , insbesondere von ober f lachlich 
metallisierten ausgesagten Teilen eines Siliziumwaf ers , dadurch 
gekennzeichnet, daft der Siliziumkorper zumindest bereichsweise 
mit einem gasfbrmigen Atzmedium in Kontakt gebracht wird, das 
liber eine chemische Reaktion selektiv Siliziuin atzt, wobei wah- 
rend der Atzung gasformige Reaktionsprodukte entstehen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft 

das Atzmedium erne gasformige oder eine in die Gasphase uber- 
fuhrte Interhalogenverbindung oder Fluoredelgas verb i ndung , ins- 
besondere Chlortrif luorid, Br omt r i f luorid , lodpenta f luor id , Xe- 
nondifluorid oder eine Mischung dieser Verbindungen enthalt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft 
das Reakt ionsorodukt S i 1 i z i umt e tra f 1 uor id ist. 
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5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft 

das gasformige Atzmedium zur Kontrolle der Aggressivitat des 
Atzmediums und/oder der At zgeschwindigkei t mit einem Inertgas, 
5 insbesondere Helium, verdiinnt wird. 



6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft 
das Atzmedium oder ein Bestandteil des Atzmediums mittels einer 
Feststoff quelle aus der festen Phase durch thermische Sublimati- 

10 on in die Gasphase uberfuhrt wird, oder mittels eines Bubblers 

durch Einleiten eines Inertgases aus der fliissigen Phase in die 
Gasphase uberfuhrt wird, oder aufgrund seines Dampfdruckes bei 
einer definierten Temperatur aus der fliissigen oder festen Phase 
in der Gasphase uberfuhrt wird. 

15 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft 
der Siliziumkbrper oder eine Vielzahl von Siliziumkbrpern vor 
der Atzung aus einem Siliziumwaf er ausgesagt werden. 



20 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , daft 

der Siliziumwaf er zunachst auf einem Tragkorper, insbesondere 
einer in einem Rahmen eingespannten Sagefolie, befestigt wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, 

25 daft die Siliziumkbrper nach dem Aussagen zunachst auf dem Trag- 

korper, insbesondere der Sagefolie, belassen und im Verbund mit 
dem Tragkorper hantiert werden. 



10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daft 
30 die Sagefolie nach dem Aussagen der Siliziumkbrper und vor der 

selektiven Atzung zur Vergrbfterung des Abstandes der Silizium- 
kbrper expandiert wird, wobei der Rahmen als Expansionsrahmen 
fur die Sagefolie eingesetzt wird. 
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11. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzei chne t , daft 
die ausgesagten Siliziumkbrper vor der selektiven Atzung, insbe- 
sondere durch Erwarmen uber eine Sr rahiungsheizung im Vakuum bei 
einem Druck von wemger als 0,1 ubar, getrocknet werden. 

5 

12. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprli- 
che, dadurch gekennzeichnet , daft die Atzrate beim Atzen des Si- 
li ziumkbrpers uber die Auswahl und/oder die Zusammenset zung des 
Atzmediums und/oder die At z temper atur eingestellt wird. 

10 

13. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Anspru- 
che , dadurch gekeimzeichiit; L , daft die bcim Atzen ents tehenden 
gasformigen Reaktionsprodukte wahrend und/oder nach der Atzung 
der Siliziumkbrper abgefiihrt werden. 

15 

14. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daft die geatzten Siliziumkbrper 
nach dem Atzen in einer Reaktionskammer in einer Schleuse unter 
Vakuum, insbesondere bei einem Druck von weniger als 0,1 ubar, 

20 und bei erhohter Temperatur von Resten des Atzmediums oder von 

Resten von Reaktionsprodukten befreit werden. 



15. Verwendung des Verfahrens nach mindestens einem der vor- 
angehenden Anspriiche zur Kantenatzung von Leistungsdioden . 
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considered to be of particular relevance 
"E" earlier document but publisned on or after the international 

filing date 

'!_" document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited to establish the pubiicatjon date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use. exhibition or 
other means 

•P" document published pnor to the international Wing date but 
later than the priority date claimed 



'T* later document published after the international filing date 
or pnonty date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

X* document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 
"Y" document of particular relevance: the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

■&" document member of the same patent family 



n.^tp of mRJinq <~if fhp TTPrnational sea r ch report 



turopean. ^a:en* OtV-e *- r 
\i_ - 2260 HV Ri|s-wi)k 
-e.. .+-31 - TO, 340-2040. Tx 
^ ax ( +31-70; 340-3016 



3" 65 ' eto ni . 



Gori 



INTERNA 



AJL SEARCH REPORT 



Intt^^^bnal Application No 

PCT/DE 00/01295 



C.(Continuatton) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category " Citation of document, with indication. where appropriate, ot the relevant passages 



Retevant to claim No 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 014, no. 576 (E-1016), 
21 December 1990 (1990-12-21) 
& JP 02 250323 A (HITACHI LTD), 
8 October 1990 (1990-10-08) 
abstract 



1-4 



DE 35 06 995 A 
28 August 1986 
claims 



(SIEMENS) 
(1986-08-28) 



15 



EP 0 878 824 A (SURFACE TECHNOLOGY 
SYSTEMS) 24 April 1998 (1998-04-24) 
abstract 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 1996, no. 06, 

28 June 1996 (1996-06-28) 

& JP 08 031785 A (SONY CORP), 

2 February 1996 (1996-02-02) 

abstract 



9,10 



Form PCT ISA/210 ( cononuation ot second sneotl <Ju*y 1992) 



page 2 of 2 



INTERN A ^p^sAL. SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



Inte '^■Bnal Application No 

PCT/DE 00/01295 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



US 5693182 



02-12-1997 



DE 19505906 A 
EP 0729176 A 
JP 8250456 A 



22-08-1996 
28-08-1996 
27-09-1996 



US 


5350480 


A 


27-09-1994 


NONE 










JP 


03012921 


A 


21-01-1991 


NONE 










JP 


02250323 


A 


08-10-1990 


NONE 










DE 


3506995 


A 


28-08-1986 


NONE 










EP 


878824 


A 


18-11-1998 


DE 


878824 


T 


06-05- 


1999 










JP 


10317169 


A 


02-12- 


1998 



JP 08031785 A 02-02-1996 NONE 



INTERNATIONALE^piECHERCHENBERICHT 




Intt ^bnates Aktenzetchen 

PCT/DE 00/01295 



A KLASS1FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H01L21/782 



Nach der Int ernational en Patents assifikatton (IPK) Oder nacn der nationaien Klassitikation und der IPK 
B. RECHERCHIERTE GEB1ETE ___ .. 



Rechercmerter Mmdestprutstott (Klassitikationssystem und KlassifiKatic^ssymboie ) 

IPK 7 H01L 



Recherchierte aber 



mcht zum Mmdestprufstotf gehorende Verotfenmchungen, soweit diese unter die recnerchierten Getxete fallen 



Wahrend der mtemahonalen Recherche konsult.erte e^ektronische Oatenbank (Name der DatenbanK und evil verwendete Suchbegntfe) 

PAJ, EPO-Internal , WPI Data 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategone* Bezetchnung der Verotfentlichung. soweit erforderlich unter Angabe der tn Betracht kommenden Tetle 



US 5 693 182 A (MAIriUNlj 

2. Dezember iyy/ (1997-12-02) 

Spalte 2, Zeile 48 -Spalte 3, Zeile 22; 

Anspruch 3 



US 5 350 480 A (GRAY) 

27. September 1994 (1994-09-27) 

Spalte 16, Zeile 30 - Zeile 59 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol . 015, no. 125 (E-1050), 

27. Marz 1991 (1991-03-27) 

& JP 03 012921 A (TOSHIBA CORP) , 

21. Januar 1991 (1991-01-21) 

Zusammenf assung 



Betr. Anspnjch Nr. 



1 0_C 7 

± y ^ *J y I , 

O 1 9 1Q 



15 

1-5,12, 
13 



1-4 




Weitere Ver often tlichungen sjnd dec f=ortsetzung von Feld C zu 
entnenmen 



" Besondere Kategonen von angegebenen Ve rotten tit chungen 

"A' Verotfentlichung. die der, allgememen Stand der Techntk defini#»ri. 
aber nicht als besonuers bedeutsam anzusehen tst 

"E" aiteres Ookument. das iedoch erst am oder nach dem international 
Anmeldedatum verottentlicht worden ist 

"L" Verotfentlichung. die geetgnet tst. etnen Prion tatsanspruch zweifelhaft er- 
scnemen zu lassen. Oder durch die das Veroftentlfc hung sda turn emer 
anderen im Recherchenbencht genannten VeroffentlrChung beiegt werden 
soil oder die aus einem anderen be son der en Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Verotfentlichung, die sich aut erne mundltche Oflenbanjng, 

p,ne Benutzung, eme Aussteltung oder andere Mailnahmen bezne^t 

"P" Verotfentlichung, die vor dem tntemationalen Anmeldedatum. aDer r.acr 
dem beanspruchten Pnontatsdatum veroftentticht worden ist 




Siehe Anhang Patenttamtlie 



"T" Spatere Verotfentlichung, die nach dem international en Anmeldedatum 
oder dem Pnontatsdatum verottentlicht worden ist und mit der 
Anmefdung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundetiegenaen Pnnzips oaer der ihr zugrunde^egenden 
Theone angegeben ist 

*X" Verotfentlichung von besondere' Bedeutung, die beansprucrte Erfindung 
kann alletn aufgnjnd dteser Verotfentlichung merit als neu oder auf 
erfmdenscher Tatigkett berunend betrachtet werden 

*Y" Verotfentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspnjchte Erfindung 
kann mcht als auf erfmdenscher Tafjgkat beruhend betrachtet 
werden. wenn die Verotfentlichung mit etner oder mehreren anderen 
Veroftentlichungen dteser Kategone m Verbmdung gebracht wird und 
diese Vertxndung fur etnen Fachmann nahe+tegend ist 
Verotfentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



L-ri.oaiscr^s Pate^tamt. P b ■?>*' P3t«»:;ajr . , 
M_ - 2?B0 HV Pnswi|k i 

Te4 (+3* -70*340-2040. ~x 3T6Mepor.. GOM P 

tax: (+3* -701 340-^3016 



INTERN ATIONALER 



• 



HERCHENBERICHT 



InU ^^PFialea A kt en 2 etc hen 

PCT/DE 00/01295 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategone* 



Bezetchnung der Veroffentlichung, sowett ertordertrch unter AngaDe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Ansprucn Nr. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 014, no. 576 (E-1016), 
21. Dezember 1990 (1990-12-21) 
& JP 02 250323 A (HITACHI LTD), 
8. Oktober 1990 (1990-10-08) 
Zusammenf assung 

DE 35 06 995 A (SIEMENS) 
28. August 1986 (1986-08-28) 
Anspriiche 

EP 0 878 824 A (SURFACE TECHNOLOGY 
SYSTEMS) 24. April 1998 (1998-04-24) 
Zusammenf assung 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 1996, no. 06, 
28. Juni 1996 (1996-06-28) 
& JP 08 031785 A (SONY CORP), 
2. Februar 1996 (1996-02-02) 
Zusammenf assung 



1-4 



15 



9,10 



F-ormbtatt PCT 1S-V210 (Fortseizung von Blart 2\ 1992) 
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INTERN ATIONALER ^CIIERCHENBERICHT 

Angaben zu Verottentiicnunger. die zur selben Patenrtamilte genoren 




tales AkTenzeicner 



PCT/DE 00/01295 



im Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
Veroffentlichung 



Mrtgliedlen der 
Paten tfamilie 



Datum der 
Veroffentlicfiung 



US 5693182 



02-12-1997 



DE 
EP 
JP 



19505906 A 
0729176 A 
8250456 A 



22-08-1996 
28-08-1996 
27-09-1996 



US 


5350480 


A 


27-09-1994 


KEINE 








JP 


03012921 


A 


21-01-1991 


KEINE 








JP 


02250323 


A 


08-10-1990 


KEINE 








DE 


3506995 


A 


28-08-1986 


KEINE 








EP 


878824 


A 


18-11-1998 


DE 878824 
JP 10317169 


T 
A 


06-05- 
02-12- 


1999 
■1998 



JP 08031785 A 02-02-1996 KEINE 



9 



PC 

ANT RAG 



Der Unterzeichnete beantragt, daC die vorliegende 
Internationale Anmeldung nach dem Vertrag ubcr die 
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patentwesens behandelt wird 



Vor^^^eldearnt auszufullen 
Internationales Aktenzeichen 



Internationales Anmeldedatum 



Name des Anmeldeamts und "PCT International Application" 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewunscht) 
(max. HZeichen) R. 35697 Kut/Hz 



l'^lT~ e T,l~^ D efek ten von Siliziu^erpern d Ur ch se^tive 

Atzung - ■ 



Feld Nr. II ANMELDER 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Stoats 
anzuveben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes 
oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes Oder wohnsitzes 
angegeben ist.) 

ROBERT BOSCH GMBH 
Postfach 30 02 20 
70442 Stuttgart 

Bundesrepublik Deutschland (DE) 



□ 



Diese Person ist 
gleichzeitig Erfinder 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 



Telefonnr.: 




0711/B11- 


23 062 


TAlofavnr ' 




0711/811- 


331 81 


Femschreibnr: 



Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 



Diese Person ist Anmelder I alle Bestim- 
fur folgende Staaten: I 1 mungsstaaten 



*T7] alle Bestimmungsstaaten mit I 
t—J Ausnahme der Vereinigten Staaten 1 



nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 



die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 



rem nr. m "^'^'^ ;t " 1 "^ ' — 

Name und Anschrift (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Stoats an- 
zugeben Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 

angegeben istj 

SPITZ , Richard 
Roemersteinstr . 56 
72766 Reutlingen 
DE 



Feld Nr. Ill WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITE RE) ERFINDER 



Staatsangeh6rigkeit (Staat): DE 



Sitz oder Wohnsitz ( Staat): DE 



Diese Person ist 
1 | nur Anmelder 



Anmelder und Erfinder 

nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notigj 



□ 



Diese Person ist Anmelder 
fur folgende Staaten: 



alle Bestim- 
rnungsstaaten 



alle Bestimmungsstaaten mit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 



nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 



□ die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 



X] Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 



/ Nl W CltL-IL rUUU^IUVi miw v -/ . . .. 

Feld Nr. IV A NW ALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT 



Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, urn fur den (die) Anmelder 
vor den zustandigen internationalen BehQrden in folgender Eigenschaft zu handeln als: 



An wait 



gemeinsamer 
Vertreter 



v\Jl Ul.ll ^uomiu^vi) ..wi k at — 

Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 

amtliche Bezeichnung Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Aame 
des Staats anzugeben) 



Telefonnr.: 



Telefaxnr 



Dieses Kastchen ist anzukreuzen. wenn kein Anwalt oder geme 



nsamer Vertreter bestellt ist und start dessen im obi gen I-eL 



erne spezi 



iclle Zusteilanschrift angegeben ist. 



'irhr Annckuneen zu diesem Antra zs fo rm u I a r 



Fortsetzung von Feld Nr. Ill WE 



Blatt Nr... 2.... 

ANM ELDER LND/ODER (WEITERE) E 



jI^^ER" 



Wird keines der foigenden F elder benutzt. so ist dieses Blatt dem Antrag nicht beizufugen 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Stoat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

UEBBING, Helga 
Novalisweg 6 
72770 Reutlingen 
DE 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 



Diese Person ist Anmelder 
fur foleende Staaten: 



alle Bestim- 
mungsstaaten 



Diese Person ist 
[ 1 nur Anmelder 



Anmelder und Erfinder 

nur Erfinder (H f ird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht nbtig.) 



□ 



Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 



□ 



alle Bestimmungsstaaten mit 
Ausnahme der Vereinieten Staaten 



□ nur die Vereinigten 1 I die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika ' 1 angegebenen Staaten 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist. ) 

EIMERS -KLOSE , Doerte 
Pestalozzistr. 66 
72762 Reutlingen 
DE 



Diese Person ist 
| | nur Anmelder 



v J Anmelder und Erfinder 



| | nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 

angekreuzt, so sind die nach- 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz oder Wohnsitz 


(Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 
pirfolgende Staaten: 




alle Bestim- 
mungsstaaten 


1 alle Bestimmungsstaaten mit 
' Ausnahme der Vereinigten Staaten 




nur die Vereinigten 1 | die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

LAERMER, Franz 
Witikoweg 9 
70437 Stuttgart 
DE 



Diese Person ist 
1 1 nur Anmelder 

Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 



Staatsangehfcrigkeit (Staat) 


: DE 




Sitz oder Wohnsitz 


, (Staat): DE 


Diese Person ist -Anmelder 
fur folgende Staaten: 


| alle Bestim- 
' mungsstaaten 




alle Bestimmungsstaaten mit j ; . 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 1 J 


nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 




die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

SCHILP, Andrea 
Seelenbachweg 15 

73 525 Schwaebisch Gmuend 



Diese Person ist 
[ j nur Anmelder 



Anmelder und Erfinder 



n 



nur Erfinder Wird dieses Kastchen 



[Diese Person ist .Anmelder 
[fur foleende Staaten: 


alic Bcstim- 

i 

1 '• unesstaaten 


i 

i alic Bestimmungsstaaten mit 
1 ' Ausnahme der Vereinieten Staaten ^- — ^ 


nur die Vereinigten j 
Staaten von Amerika 1 1 


die im Zusatzfeld 
aneeeebenen Staaten 


r i 



Feld Nr. V BESTIMMUNG VON 



BlartNr... 3. 



.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen: 



EP 



Die folgencien Bestimmungen nach Rl 
Regionales Patent 

□ AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kemau LS Lesotho, MW Malawi. SD Sudan. SL Sierra Leone, 
SZ Swasiland, UG Uganda , ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vcrtragsstaat des Harare-Pro tokolis und des PCT ist 
Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus. KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik 
Moldau, RU Russische Federation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat 
des Eurasischen Patentiibereinkommens und des PCT ist 

Europaisches Patent: AT Osterreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, 
DE Deutschland, DK Danemark, ES Spanien, Fl Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes KOmgreich, 
GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg. MC Monaco, NL Niederiandc, PT Portugal, 
SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europ&ischen Patentubereinkommens und des PCT ist. 

□ OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Cote d'lvorie, 

CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, 

TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAP1 und des PCT ist 

Nationals Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder em sonstiges Verfahren gewunscht wird. bine aufder gepunkteten Lime angeben): 

Vereinigte Arabische Emirate EH LR Liberia. 

Albanien □ 

Armenien □ 

Osterreich : □ 



□ 


AE 


□ 


AL 


□ 


AM 


□ 


AT 


n 


AU 


□ 


AZ 


□ 


BA 


□ 


BB 


n 

i i 

i — i 


BG 


i i 

□ 


UI\ 

BY 


□ 


CA 


□ 


CH 


□ 


CN 


□ 


CU 


□ 


CZ 


f "'1 

□ 


DE 


□ 


DK 


□ 


EE 


1 1 

□ 


ES 


n 


FI 


n 




□ 


GD 


□ 


GE 


□ 


GH 


□ 


GM 


□ 


HR 


n 

i i 


HI 


m 


ID 


□ 


IL 


□ 


IN 


□ 


IS 




JP 


□ 


KE 


□ 


KG 


i — i 

U 


KP 







Australien 

Aserbaidschan 
Bosnien-Herzegowina , 
Barbados 

Qui rronpn 



Belarus 

Kan ad a 

und LI Schweiz und Liechtenstein 

China 

Kuba 

Tschechische Republik 

Deutschland 

Danemark 

Estland 1 

Spanien 

Finnland 

Vereinigtes Kbnigreich 

Grenada 

Georgien 

Ghana 

Gambia 
ICroatien 

Ungarn 

lndonesien 

Israel 

Indien 
Island 

Japan 

Kenia, 

Kirgisistan 

Demokratische Volksrepublik Korea,. 



□ 

u 
□ 
□ 

n 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

E3 

□ 
□ 
□ 

1 — I 
I I 

□ 



LS Lesotho 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

LV Lettland 

MD Republik Moldau 

MG Madagaskar 

MK Die ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien 

MN Mnngolei 

MW Malawi 

MX Mexiko 

Morwegen 

Neuseeland ■ 

Polen 

Portugal 

Rumanien 

Russische Federation 

Sudan 
Schweden 
Singapur 

Slowenien 

Slowakei 

Sierra Leone 

Tadschikistan 

Turkmenistan 

Tiirkei 

Trinidad und Tobago 

Ukraine 

Uganda. 

Vereinigte Staaten von Amerika 



NO 

NZ 

PL 

PT 

RO 

RU 

SD 

SE 

SG 

SI 

SK 

SL 

TJ 

TM 

TR 

TT 

LA 

UG 

US 



uz 

VN 
YU 
ZA 
ZW 



Usbekistan 

Vietnam 

Jugoslawien... 

Sudafrika 

Simbabwe 



Staaten. die d?m PPT nach der 



irklaruno bz*l. vorsorglicher Bestimmungen: zusatzhch zu den oben genannten Bcsummuncen nimmt der Anmelder nach Kegel 4.y Aosatf t> auzh ahe 
anderen nach "dem PCT zulassiaen Bestimmuneen vor mil Ausnahmc der im Zusatzfcld genannten Bestimmungen. die von d.eser Erklarung ausgenornmen 
sind Der Anmelder erkl&rt, dafi diese zusatzlichen Bestimmungen unter dem \ orbehalt ciner Bestatigung stehen und jede zusatzlichc Bc-stimmung. die vor 

xh u..r vnr Vf _ v _ ? k d-T Pri^rit^^iatuTi nirrt bestatist wurde na:h Abiauf dieser Frist ais vom Anmelder zuruckcenommen gilt (Die Bestatigung 



Feld Nr. V 



PRIORI TATSA 



Anmeldedatum 
der fruheren Mme ldung 

(TagSMonat/Jahr) 



Zeile(l) 
9. April 1999 

29 . 04 . 99) 



BlanNr..4. 



izeichen der 
fruheren Anmeldung 



19919471 . 8 



1st die rrunere 



Weitere Pri^^^ tnspruche sind lm Zusatzfeld angegeben 



Anmeldune eine: 



nationale Anmeidung: 
Staat 



Bunde s r epubl ik 
Deutschland 



regionale Anmeldung: 
reeionales Amt 



intemationale Anmeldung: 
Anmeldeamt 



Zeile (2 



Zeile (3) 



Das Anmeldeamt wird ersuchl, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n) LLl 

bezeichneten fruheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem Intemationalen Biiro zu ubermitteln. 



Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



Wah) der Intemationalen Recherchenbehorde (ISA) 

(falls zwei oder mehr als zwei Internationale Recherchenbehorden 
fur die Ausfiihrung der intemationalen Recherche zustdndig sind, 
geben Sie die von Ihnen gewdhlte Be horde an: (der: 
Zweibuchstaben-Code kann beniitxt werden) 
ISA/ 



Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer frUheren Recherche: Bezugnahme auf 
diese frOhere Recherche {falls eine friihere Recherche bet der intemationalen 
Recherchenberdrde bean tragi oder von ihr durchgefuhrt w or den ist): 
Datum (Tag/Monat/Jahrj: Aktenzeichen Staat (oder region ales Ami) 



Feld Nr. VIII KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE 



Diese intemationale Anmeldung enth&lt 
die folgende Anzahl von Blattern: 



Beschreibung (ohne 
Sequenzprotokollteil) : 14 Blatter 

Anspriiche : 3 Blatter 



Zusammenfassung: I Blatter 



Zeichnungen 

Sequenzprotokollteil 
der Beschreibung 



Blatter 
Blatter 



Blattzahl insgesamt : 23 Blatter 



Dieser intemationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: 
1 [X] Blatt flir die Gebuhrenberechnung 

2. | | uesonaene unxerzeicnneie v unuiiicin. 

| | Kopien der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden) 
| [ Begriin dung ftir das Fehlen einer Unterschrift 

| | Prioritatsbeleg(e), in Feld VI durch 

folgende Zeilennummer gekennzeichnet: 

[ | Obersetzung der intemationalen Anmeldung in die folgende Sprache: 

| — | Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder biologischem 
— Material 



3. 
4. 
5. 

6. 

7. 



8 [Z] Sequenzprotokolle fur Nucleotide und/oder Anminosauren (Diskette) 

9 IZH ^ onstige ( ein2e ^ n auffUhren): 



Abbildung der Zeichnungen, die 

mit der Zusammenfassung 
verftfTentlicht werden soil (Nr.): 



Sprache, in der die 
intemationale Anmeldung 
eingereicht wird: Deutsch 



Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT PES A NM ELDERS ODER PES ANWALTS 



re m ia uiwuivj^iuvxi x ^^^m.^^ ^ — _ — ■ ■ — ; : ,- 

Der Narnejeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben. sofern sich dies mcht eindeutig aus 
dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. 



ROBERT BOSCH GMBH 
Nr. 19V 95 AV 




Erf inderunterschrif ten werden nachgereicht 



Brix 



Vom Anmeldeamt auszufullen 



1. Datum des tatsSchlichen Eingangs dieser 
intemationalen Anmeldung 



3. Geandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 
fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
7ur Vervollstfindieune dieser intemationalen Anmeldune: 



2. Zeichnungen 



einge-gangen: 



Internationale Recherchenbehorde: ISA 



..er Recnercncn^etiuiir aurgescnoDcn 



Vom Intemationalen Biiro auszufullen 



:■■: -]:■:: PCT 'RO ) M < :e:/:e = B 



VERTR 



AQJL1RER DIE INTERNATIONALE ZUftAMMEN ARBEIT 
HpUF DEM GEBIET DES PATENT^BENS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmeiders Oder Anwalts 

R. 35697 Kut/Hz 



WEITERES 
VORGEHEN 



siehe Mrtteilung uber die Ubermittlung des intemationalen 
Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
zutreffend, nachstehender Punkt 5 



Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/01295 



Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

26/04/2000 



(Frahestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

29/04/1999 



Anmekler 

ROB ERT BOSCH GMBH 

Dieser intemationale Recherchenbench, wurde von der mtemationalen Becherchenbehfirde erste.lt und wird dem Anmelder gemafl 
Artikel 18 Gbermittelt. Eine Kopie wird dem intemationalen Buro ubermrtteu. 

Dieser intemationale Recherchenbericht umfaSt insgesamt _3 Blatter - To rhnik bei 

m DarOber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Techn.k bei. 



1. Grundlage d 



; Berlchts 



Hinsichtlich der Sprache ist die intemationale Recherche auf der Grundlage der intemationalen Anmeldung in der Spracne 
d^^orS^T^ sie eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ,st 

I"! Die intemationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Clbersetzung der intemationalen 
1 — 1 AnmekJung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

Hinsichtiich der in der intemationalen Anmeldung offen barten Nu^^un^ Amlnosfiuresequenz ist die internal 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
[H in der intemationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthaften ist 

zusammen mit der intemationalen Anmeldung in compute rlesbarer Form eingereicht worden ist 
bet der Behdrde nachtraglich in schriftiicher Form eingereicht worden ist 
bei der Behdrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist 

Die Erktarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
intemationalen Anmeldung im Anmeldezertpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt 

Die Ertdarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informations dem schriftiicnen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

BestJmmte AnsprOxhe haben slch als nlcht racherchlerbar erwlesen (siehe Feld I). 
MangeJnde ElnheltJIchkelt dor Ertlndung (siehe Feld II). 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



Hinsichtlich der Bezelchnung der Ertlndung 

[X| wird der vom Anmelder eingereichte WortJaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behdrde wie folgt festgesetzt 



5. Hinsichtiich der Zusammenfassung 



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. „ _ . . 

wurde cterWortta^R^ 



| | wed der Anmelder selbst keine Abbtldung vorgeschlagen hat. 
| | weii diese AbbikJung <3e Erfindung besser kennzeichnet. 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



A. KLASSIFIZJERUNG DES ANMELDUHGSGEGENST ANDES 

IPK 7 H01L21/782 



Nach der tnternationaJen PatentkJasslfikation (IPK) oder nach der nationaJen Ktassrfikalion und der IPK 



Inter 



Internationale* Aktenzeichon 

T/DE 00/01295 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassrfikationssystem und Klassrfikationssymbole ) 

IPK 7 H01L 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehdrende Veroffentiichungen, soweft dies© unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationaJen Recherche konsuftierte elektrontsche Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

PAJ, EPO-Internal , WPI Data 



C. ALS WESENTL»CH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, sowert erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



US 5 693 182 A (MATHUNI ) 

"7 - „• 1 ~ AO C^^Ua O 



r» i j. * 



Anspruch 3 



3> 



7niln "JO. 



) 



1,3-5,7, 

R 1? 13 



15 



US 5 350 480 A (GRAY) 

27. September 1994 (1994-09-27) • 

Spa! to 16, Zoilo 30 Z e ilc 50 c&t«s>«^» / <° . J 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 015, no. 125 (E-1050), 

27. Marz 1991 (1991-03-27) 

& JP 03 012921 A (TOSHIBA CORP), 

21. Januar 1991 (1991-01-21) 

Zusamm e nf assung ^Aa^z^vc^ 

-/-- 




1-4 



Wertere Veroffentiichungen sind der Fortsetzung von FekJ C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



6 Besondere Kategonen von angegebenen Veroffentiichungen 

■A* Veroffentlichung. die den aligemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht ais besonders bedeutsam anzusehen ist 

'E' atteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationaien 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist. einen Phontatsanspruch zwerfelhatt er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroftentlichungsdatum einer 
anderen im Recherc hen benefit gen an n ten Veroffentlichung beiegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefOhrt) 

'O' Veroftentitchung. die sich auf eine mundliche Offenbanjng, 

erne Benutzung, eine Aussteilung oder andere MaBnahmen bezieht 

*P" Veroffentlichung, die vor dem intemationaien Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspnjchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



T* Spatere Veroffentlichung, die nach dem intemationaien Anmeldedatum 
oder dem Pnorttatsdatum veroffentlicht worden ist und mft der 
Anmekdung nicht kollkJert, sondern nur zum Verstandnts des der 
Erfindung zugrundelieoenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

'X' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann aJtein aufgoind dieser Veroffentlichung nicht ate neu oder auf 
erfinderischer fatigkelt beruhend betrachtet werden 

■V Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspojchte Erfindung 
kann nicht ais auf erfinderischer Tatigkert beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mtt einer oder mehreren anderen 
Veroffentiichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
dtese Verbindung fvir einen Facnmann naheliegend ist 

*&' Veroffentlichung, die Mrtgtied derselben Patentfamilie ist 



~s::i':s.;f^1 oer intemationaien ^**j-%< r \ >• >- 

Europaiscbes Patentamt, P.B. 5818 Partenttaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tei. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, 
Fax; (+31-70^ 340-3016 



Gori , P 



INTERNATIONALER RECnERCncNBcRICrnT 



C(Fortsetxung) ALS WESENTLICH 



SEHENE UMTERLAGEN 



Inte* 



Internationales AJctenzetchen 

T/DE 00/01295 



Kategone 8 Bezetchnung der Veroffentlichung, aoweit ertorcteritch unter Angabe oer in Betracfit kom mender* Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 014, no. 576 (E-1016), 
21. Dezember 1990 (1990-12-21) 
& JP 02 250323 A (HITACHI LTD), 
8. Oktober 1990 (1990-10-08) 
Zu s amm e nf a ss un g cJ^^-^^t^ 

DE 35 06 995 A (SIEMENS) 
28. August 1986 (1986-08-28) 
Anspriich e cXa^vx^a 

EP 0 878 824 A (SURFACE TECHNOLOGY 
SYSTEMS) 24. April 1998 (1998-04-24) 
Zusamm e nf assung aJ*-z±Xj-l&c-*z> 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 1996, no. 06, 
28. Juni 1996 (1996-06-28) 
& JP 08 031785 A (SONY CORP), 
2, pebruar 1996 (1996-02-02) 



1-4 



15 



9,10 



INTERNATIONALERRECHERCHENBERICHT 

Angaben zu Veroffentlichun^^Jf zur aelben Patenttamilie genoren 



iternationakes Aktenzeichen 

T/DE 00/01295 



tm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 


Datum der 
Veroftentlichung 


Mrtgiied(er) der 
Patentfamilie 


Datum der 
VerSffentiichung 



US 5693182 



02-12-1997 



DE 
EP 
JP 



0729176 
8250456 



28-08-1996 
27-09-1996 



US 


5350480 


A 


27-09-1994 


KEINE 










JP 


03012921 


A 


21-01-1991 


KEINE 










JP 


02250323 


A 


08-10-1990 


KEINE 










DE 


3506995 


A 


28-08-1986 


KEINE 










EP 


878824 


A 


18-11-1998 


DE 878824 
JP 10317169 


T 
A 


06- 
02- 


-05- 
-12- 


1999 
■1998 


JP 


08031785 


A 


02-02-1996 


KEINE 











